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Пленки WxSi1-x используются в сверхпроводниковых однофотонных детекторах на основе нанопроволоки (SNSPD) благодаря возможности получения квантовой эффективности детектора более 93% [1]. 
Пленки WxSi1-x для SNSPD формируют преимущественно магнетронным распылением из двух источников, что позволяет варьировать стехиометрический состав пленки [2]. Однако неравномерная скорость осаждения распыляемых частиц по подложке от каждого источника приводит к увеличению неравномерности пленки по толщине и неравномерности распределения соотношения компонентов по подложке. Отклонение состава пленки и толщины от требуемых приводит к изменению свойств пленки по подложке, что не позволяет получать детекторы с высокими параметрами на одной подложке. 
Для повышения равномерности покрытия применяют вращение подложек. 

Целью работы является исследование неравномерности пленок WxSi1-x и распределение соотношения компонентов по подложке при нанесении из двух источников методом магнетронного распыления на стационарную подложку и при вращении подложки вокруг своей оси.
Исследование пленок WxSi1-x проводится на установке ВУП-11М. Плёнки наносятся из двух магнетронов, расположенных под углом 90⁰. Подложка располагается в точке пересечения осей магнетронов под углом 45⁰ к каждому. В качестве подложки используется полированная медная пластина 40х40 мм для возможности измерения толщины и состава компонентов на рентгенофлюоресцентном микроскопе. 
Толщина покрытия на подложке без вращения имеет форму горки, так как скорость распыления вольфрама в 4 раза выше скорости распыления кремния. Максимальная толщина составляет ~110 нм, минимальная - ~40 нм. При вращении подложки вокруг своей оси в центре подложки наблюдается максимальная толщина ~80 нм, минимальная толщина на краях подложки составляет ~70 нм.
Соотношение компонентов на подложке без вращения имеет форму горки, как и в случае толщины. Максимальная концентрация вольфрама в пленке составляет 83%, минимальная - 41%. При вращении подложки вокруг своей оси в центре подложки наблюдается максимальная концентрация вольфрама 55%, минимальная концентрация вольфрама находится на краях подложки и составляет 45%.
Таким образом, по результатам исследования вращение подложки вокруг своей оси уменьшает неравномерность пленки на подложке 40х40 мм с 63% до 12% и уменьшает разброс соотношения компонентов по подложке с 42% до 10%. 
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